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第3章では， BiSrCaCuO (BSCCO) 系酸化物超伝導体単結晶努開面の STM 及び HR-TEM による評価と，その
努開面上への MBE 法による数 nm オーダーの膜厚の MgO 絶縁層薄膜の積層化技術の検討を行い， BSCCO 系超伝
導体単結晶の境開面が2nm以下の表面平坦性を有すること， 7nm厚の MgO 絶縁層がトンネル接合素子に必要な均一
性を持って成長することを確認している。




また MgO と BSCCO の聞に Au を積層した素子において超伝導近接効果に起因するエネルギーギャップを観測して
いる。














(1) セルフフラックス法で作製した超伝導転移温度91Kを有する良質な BiSrCaCuO (BSCCO) 系酸化物超伝導体
単結晶の境開面上に，表面平坦性に優れた数 nm 厚の MgO 膜を MBE 法によって形成する技術を開発し，積層
型トンネル接合素子のバリアとして適用可能であることを確認している。




(3) 上記 BSCCO に比べ超伝導転移温度は低いが，コヒーレンス長が長く積層界面での物性制御が容易と考えられ
る BaKBiO (BKBO) 系酸化物超伝導体について， 80Pa の高ガス圧下でのスバッタ法により，比較的低温 (400
。C) でエピタキシャル薄膜の形成に成功するとともに BKBO 薄膜表面に存在する自然バリアが300 0Cでの真空中
熱処理で除去可能なことを見出している。
(4) 自然、バリアの除去技術を利用し新たに MgO の人工バリアを用いたトンネル接合素子の開発を行い，そのトン
ネルスペクトルが，従来型の理論と良く一致することを確認している。特に，自然バリアを用いた素子に比べ，バ
リア特性の向上を解析的手法により確認するとともに，素子特性の重要なパラメータであるリーク電流を 1/3 に
低減することに成功している。
以上のように本論文は，超伝導デバイスの動作温度の向上を可能とする，酸化物超伝導体を用いたトンネル接合素子
の作製及び評価技術に関して多くの有益な知見を与え，さらに超伝導デバイスの開発に新しい指針を示しており，応用
物理学特に超伝導工学及び電子工学に寄与するところが大きい。よって，本論文は博士論文として価値あるものと認め
る。
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